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１．はじめに 近年，通信システムの発展に伴
い，SAW デバイスの高性能化が要求されてお
り，高周波化に有利な縦型漏洩弾性表面波
(LLSAW)を利用し，異種材料を組み合わせた構
造が提案されている．著者らは，LiTaO3(LT)薄
板または LiNbO3(LN)薄板と水晶基板の接合に
よる LLSAW の特性向上を明らかにした[1-3]．
しかし，共振Qや周波数温度係数の測定値に，
接合強度の不均一性に起因すると考えられる
理論値との相違が観測された．その改善のため
に，イオンビームスパッタリングにより成膜し
たアモルファスの SiO2，Al2O3 薄膜(膜厚約 50 

nm)を LT，LN 薄板と水晶の境界に設けると，
接合強度が格段に増加した[4]．  

 本報告では，LN/水晶構造の境界にアモルフ
ァス層を設けた構造において，LLSAW の特性
を理論的に検討した結果を報告する． 

２．理論解析 Fig. 1 に解析モデルを示すよう
に，X カット 36°Y 伝搬 LN/X カット 35°Y 伝搬
水晶構造 [3]にアモルファス層を設けた構造
（X36°Y-LN/Amorphous layer/X35°Y-Q）につい
て理論的に解析した．アモルファス層の材料と
して SiO2，Al2O3，AlN を選択した．Fig. 2 に
各材料の膜厚を hA=0.01とした場合の，波長
で規格化した LN 板厚 h/λに対する(a)伝搬減衰
と(b)結合係数 K2の解析結果を示す．比較とし
てアモルファス層を設けない場合の結果も示
す．アモルファス層を設けると，伝搬減衰の最
小値を示す LN 板厚は薄い方へシフトする．K2

は，SiO2，AlN を設けるとそれぞれ増加，減少
傾向を示し，Al2O3 を設けてもほとんど変化し
ないことがわかった．この傾向と，作製上 LN

板厚は厚い方が望ましいこと，伝搬減衰の最小
値を示す板厚の変動が少ないことを考慮し，ア
モルファス層として Al2O3を採用する． 

３．FEM 解析  X36°Y-LN/Al2O3/X35°Y-Q 上の
無限周期電極における LLSAW 共振特性を有
限要素法(FEM)により解析した．解析モデルと
して支持基板を 10λ，Al2O3 膜厚を 0.01λ，LN

板厚を 0.04~0.08λ と仮定した(波長 λ=8 m)． 

Fig. 3 に LLSAW 共振特性の解析結果を示す．
Al2O3 を設けない LN/水晶(LN 板厚 h=0.08λ)の
場合，共振 Q は約 15,000 であるのに対し，
X36°Y-LN/Al2O3/X35°Y-Q 構造では h/λ=0.07 の
時，約 82,000 を示した．  

今後は，実験を行い解析結果の実証を行う． 

        

      
Fig. 1  Analysis model of three-layer structure. 
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Fig. 2  Propagation properties of LLSAW. 

 (a) attenuation，(b) coupling factor.  
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Fig. 3  Simulated resonance properties. 
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